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построение гибридной модели роста пленок 
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1. Пленки 
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 широко используется для изготовления солнечных элементов. Поэтому исследования теоретических основ технологии их производства имеют большую ценность. В этой связи по методу [1] изложен общий принцип построения гибридной модели роста пленок 
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, включающей в себя элементы статистического и аналитического описания процесса.

2. Полученные данные по зависимости средних чувствительностей от технологических параметров процесса могут быть использованы при построении статистической модели скорости роста пленок 
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 в силановой плазме ВЧ тлеющего разряда в квазилинейном приближении и при выборе разумных интервалов варьирования этих параметров.

3. Зависимости средних чувствительностей от геометрических параметров диодной ячейки реактора могут помочь выбрать оптимальную конструкцию диодной ячейки при проектировании реактора роста пленок 
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 (см., например, [1,2]).

4. Предложенная гибридная модель роста, в которой «раскрывается» физический смысл средних чувствительностей, имеет определенное преимущество над чисто статистическими моделями, основанными на концепции «черного ящика».

Предполагается в дальнейшем применить полученные результаты для процесса плазменного травления кремния, используемого при производстве МЭМС.
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